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 2004年にカーボンからなる一原子層シート(グラフェン)が発見されて以降、グラフェンに

ついて基礎および応用の観点から爆発的に研究が進められている。グラフェンの電子移動

度は、100,000cm2/Vs以上という従来の電子材料に比して驚異的に大きな値をもち、極めて

高い伝導性を示す。そのため、次世代ナノエレクトロニクス素子のキーマテリアルとして

大きな注目を集めている。このことは、グラフェンの電子構造が、半導体２次元電子系と

は違って、質量のないディラック方程式で記述されることに起因している[1]。  

	 しかし、フェルミ準位近傍の電子状態は、グラフェンの端の存在によって大きな影響を

受ける。特に、ジグザグ端が存在すると、非結合性分子軌道の性質を有したエッジ局在状

態が形成される[2-4]。ナノスケールのグラフェンでは、エッジ状態は、非常に大きな状態

密度のピークをフェルミ準位近傍に与える。したがって、ナノグラフェンの電子物性は、

グラフェンあるいは炭素ナノチューブとは、非常に異なったものになる。さらに、エッジ

状態に由来してジグザグ端近傍に磁性が可能性もあり、特異な電気伝導特性の起源となる。 

この特異なナノスケール効果を生かした電子デバイスと新規物性の探索は、大きな潮流と

なっている。  

	 さらに最近では、半導体微細加工技術あるいは化学的な手法によって、ナノスケールの

幅をもつリボンのグラフェン(グラフェンナノリボン)の作製も可能になってきており[5]、

エッジ形状を制御する試みも行われている[6]。本講演では、グラフェンナノリボンの電子

状態および電子輸送特性について、最近のナノグラフェン研究の動向を紹介しつつ、ナノ

グラフェンにおける特異な電子物性について紹介する。不純物を有するグラフェンナノリ

ボンにおける完全伝導チャネル [7]、さらにナノグラフェン接合系を介した電子伝導特性

[8] 、エッジ修飾による磁性発現の可能性[10]について紹介する。  
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